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本发明公开了一种OLED显示器件的覆膜基

板，其中所述覆膜基板由基板和在其底面上的导

电层构成。其可以消除在OLED显示器件的生产期

间顶针过程的放电和挤压造成的亮度不均。本发

明还公开了利用该覆膜基板制造OLED显示器件

的方法以及显示器件。
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1.一种制备OLED显示器件的方法，其中使用覆膜基板作为OLED显示器件的基板，所述

覆膜基板由基板和在其底面上的导电层构成；

使用底座搬送系统搬送所述覆膜基板，所述覆膜基板的导电层向下，安置于所述底座

搬送系统上的粘附衬垫上；

使得在所述OLED显示器件制备过程中与所述覆膜基板接触的顶针、吸盘或滚轮与所述

覆膜基板的有导电层的一面接触，在无导电层的一面上形成所述OLED显示器件的功能元

件；并且

搬送并形成所述功能元件后，用顶针方式在导电层侧顶起所述覆膜基板，使所述覆膜

基板与所述底座分离。

2.根据权利要求1所述的方法，其中，所述导电层是透明的。

3.根据权利要求1所述的方法，其中，所述导电层为金属氧化物导电薄膜、有机导电薄

膜、碳纳米管、石墨烯、金属栅网、金属纳米线或超薄金属薄膜。

4.根据权利要求1所述的方法，其中，所述导电层为ITO、IZO、IGZO、ZnO或PEDOT。

5.根据权利要求1所述的方法，其中，所述导电层的厚度为0.1纳米至10微米。

6.根据权利要求1所述的方法，其中所述覆膜基板作为所述OLED器件的上顶盖和/或下

顶盖。

7.根据权利要求1所述的方法，包括以下步骤：

在未覆膜基板的一侧上形成所述OLED显示器件的所述功能元件中的一部分；

在所述未覆膜基板的未形成功能元件的一侧上设置导电层，以形成所述覆膜基板；

将所述覆膜基板安置在所述底座搬送系统的粘附衬垫上，其中所述导电层与所述粘附

衬垫接触；

在所述覆膜基板的功能元件侧形成所述OLED显示器件的所述功能元件中的其余部分；

用顶针方式在导电层侧顶起所述覆膜基板，使所述覆膜基板与所述底座分离。
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OLED用覆膜基板、用其制备OLED显示器件的方法和OLED显示

器件

技术领域

[0001] 本发明涉及OLED显示器生产领域，具体地，涉及OLED用覆膜基板、用其制备OLED显

示器件的方法、以及OLED显示器件。

背景技术

[0002] 在OLED显示器件如显示面板的生产中，一般地，采用在基板上形成各功能元件(如

层状功能元件或称为功能层)的方法。常见的基板是玻璃等。例如，在玻璃基板上，蒸镀有机

电致发光薄膜和阴极金属薄膜，从而形成OLED显示器件。当基板尺寸较大时，例如在制备

OLED电视显示器时(例如，G6：1.5m×1.85m；G8.5：2.2m×2.5m)，为了克服基板自身受重力

作用产生弯曲，在生产线上需要采用搬送系统。

[0003] 静电吸附式搬送系统由于产生的静电电场强度较大对薄膜晶体管有损伤，因此一

般选取非静电吸附的粘附衬垫(pad)+底座(base)作为搬送系统。具体地，例如，可以利用粘

附衬垫将玻璃基板粘附在底座表面，以搬送、运输玻璃基板。

[0004] 然而，在蒸镀制程结束之后，一般需要顶针(pin)分离动作将基板与底座分离开

来，即通过在某些点用顶针将基板从底座上顶起分离。由于蒸镀过程中底座移动会在基板

背面产生电荷积累，因此顶针分离时，基板与顶针接触的区域会产生尖端放电，同时，该区

域还受到顶针向上的挤压应力，两者共同作用会造成基板元件侧的薄膜晶体管的损伤。最

终，在点亮制得的显示面板时，会产生显示器亮度不均。在本文中，将这种亮度不均称为顶

针位置亮度不均。

[0005] 为了解决顶针分离方式造成显示器亮度不均的问题，已经发展了一些方法。例如，

可以将顶针位置设置在显示面板的有效显示区域(active  area)之外。然而，如果采用将顶

针移出面板有效显示区域的方式消除亮度不均，会因顶针点位固定而使生产线无法对应全

尺寸产品(只能对应少数几种尺寸的产品)。而且接触点位所处区域的静电击伤无法消除。

如果该区域对应扇出区，则可能造成不良；若处于面板之外，又浪费了基板面积。

[0006] 因此，在OLED显示器件的生产中，仍需要克服大尺寸基板制备过程中的尖端放电

和应力集中导致的成品亮度不均问题的手段。

发明内容

[0007] 为了解决上述问题，本发明提供如下内容：

[0008] [1]一种OLED显示器件的覆膜基板，其中所述覆膜基板由基板和在其底面上的导

电层构成。

[0009] [2]根据[1]所述的覆膜基板，其中，所述导电层是透明的。

[0010] [3]根据[1]所述的覆膜基板，其中，所述基板是玻璃。

[0011] [4]根据[1]所述的覆膜基板，其中，所述导电层为金属氧化物导电薄膜、有机导电

薄膜、碳纳米管、石墨烯、金属栅网、金属纳米线或超薄金属薄膜。
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[0012] [5]根据[4]所述的覆膜基板，其中，所述导电层为ITO、IZO、IGZO、ZnO或PEDOT。

[0013] [6]根据[1]所述的覆膜基板，其中，所述导电层的厚度为0.1纳米至10微米。

[0014] [7]根据[6]所述的覆膜基板，其中，所述导电层的厚度为10纳米至1微米。

[0015] [8]一种制备OLED显示器件的方法，其中使用[1]所述的覆膜基板作为所述OLED显

示器件的基板，使得在所述OLED显示器件制备过程中与所述覆膜基板接触的设备机构与所

述覆膜基板的有导电层的一面接触，在无导电层的一面上形成所述OLED显示器件的功能元

件。

[0016] [9]根据[8]所述的方法，其中所述覆膜基板作为所述OLED器件的上顶盖和/或下

顶盖。

[0017] [10]根据[8]所述的方法，其中所述设备机构是顶针、吸盘或滚轮。

[0018] [11]根据[8]所述的方法，其中使用底座搬送系统搬送所述覆膜基板，所述覆膜基

板导电层向下，安置于所述底座搬送系统上的粘附衬垫上；搬送并形成所述各功能元件后，

用顶针方式在导电层侧顶起所述覆膜基板，使所述覆膜基板与所述底座分离。

[0019] [12]根据[8]所述的方法，包括以下步骤：

[0020] 在未覆膜基板的一侧上形成所述OLED显示器件的所述功能元件中的一部分；

[0021] 在所述未覆膜基板的未形成功能元件的一侧上设置导电层，以形成[1]所述的覆

膜基板；

[0022] 将所述覆膜基板安置在所述底座搬送系统的粘附衬垫上，其中所述导电层与所述

粘附衬垫接触；

[0023] 在所述覆膜基板的功能元件侧形成所述OLED显示器件的所述功能元件中的其余

部分；

[0024] 用顶针方式在导电层侧顶起所述覆膜基板，使所述覆膜基板与所述底座分离。

[0025] [13]一种包含根据[1]所述的覆膜基板的显示器件。

[0026] 在本发明的一个方面中，通过在顶针分离过程前提前在基板的将与顶针接触的面

(即底面)上制备一层导电层而形成覆膜基板。这样，在顶针分离时，该导电层既可以及时将

静电传导走，又可以作为应力缓冲层减小局部挤压应力，可以有效消除顶针造成的亮度不

均，提高产品的显示品质和良品率。并且，由于顶针位置无需专门设置，因此生产线可以对

应全尺寸产品。

[0027] 在本文中，术语“底面”指的是基板的不形成功能元件的那一面。作为OLED的基板，

其作用是承载各功能元件(如发光元件)，因此各功能元件都形成在基板的同一侧。本文将

基板不承载功能元件的那一面称为底面，以便于将本发明的覆膜基板与在功能元件面上形

成有导电层的与本发明无关的基板区分开来。

[0028] 优选地，所述导电层是透明的。尤其当基板为底发射器件的基板时，光要从基板透

出，因此导电层必须是透明的。当然，如果基板为顶发射器件的基板，其可以是透明的，也可

以是不透明的。

[0029] 优选地，所述基板可以为玻璃。玻璃基板是本领域利用最为广泛的基板，并且其特

别适用于底座-顶针搬送系统。

[0030] 优选地，所述导电层为金属氧化物导电薄膜、有机导电薄膜、碳纳米管、石墨烯、金

属栅网、金属纳米线、超薄金属薄膜等。一般讲来，只要该导电层导电即可起到消除尖端放
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电作用。上述几种导电层可以同时满足导电和减轻挤压的要求，并且是本领域中研究和使

用得较多的结构，制备工艺更加成熟，可以在不对生产线进行过多改进、不更多增加成本的

情况下达成技术效果。

[0031] 更优选地，所述金属氧化物导电薄膜可以为ITO、IZO、IGZO或ZnO薄膜。这些薄膜是

透明导电氧化物(TCO)，兼具导电性和透明性，并且机械性能也适于作为机械缓冲层。在有

机导电薄膜中，PEDOT是优选的。

[0032] 优选地，所述导电层的厚度为0.1纳米至10微米。当低于0.1纳米时，导电层的导电

能力不足。当高于10微米时，消耗材料过多，制备时间长，在成本方面不利。并且当导电层为

透明层时，若厚度高于10微米时，导电层的透明度不足。更优选范围为10纳米至1微米。当低

于范围10纳米时，缓解挤压的能力较差。

[0033] 本发明特别优选的覆膜基板是以玻璃为基板，以ITO(氧化铟锡)、IZO(氧化铟锌)、

IGZO(氧化铟镓锌)、ZnO(氧化锌)、PEDOT(聚乙烯二氧噻吩)、金属栅网(metal  grids)、碳纳

米管(CNT)、石墨烯、金属纳米线或超薄金属薄膜为导电层，导电层的厚度为10纳米至1微

米。

[0034] 本发明的第二方面提供了制备OLED显示器件方法，所述方法包括使用本发明的覆

膜基板。

[0035] 具体地，在制备中使有导电层的一面与设备机构接触，以消除静电和挤压的影响。

在无导电层的一面形成功能元件等。

[0036] 优选地，以覆膜基板作为OLED的上顶盖或下顶盖，即所有功能元件都形成在覆膜

基板的无导电层的一侧。

[0037] 本发明的覆膜基板可用于顶针分离机构。其同样可用于吸盘、滚轮等其他设备机

构接触，也可以起到释放静电和缓冲局部挤压应力的作用。本发明的制备方法特别有利于

包括顶针过程的制备流程。

[0038] 优选地，覆膜基板的导电层向下，面向搬送基板的底座搬送系统，安置于底座的粘

附衬垫上，在搬送并形成各功能元件后，用顶针方式在导电层侧顶起所述覆膜基板，使覆膜

基板与底座分离。

[0039] 优选地，通过以下步骤制备OLED显示器件：在未覆膜基板的一侧上形成所述OLED

显示器件的功能元件中的一部分；在所述未覆膜基板的未形成功能元件的一侧上设置导电

层，以形成根据权利要求1所述的覆膜基板；将所述覆膜基板的导电层侧安置在底座搬送系

统上；在所述覆膜基板的功能元件侧形成所述OLED显示器件的功能元件中的其余部分；用

顶针方式在导电层侧顶起所述覆膜基板，使所述覆膜基板与所述底座分离。

[0040] 本发明的第三方面提供了包含本发明的覆膜基板的显示器件。

[0041] 该覆膜基板适用于大尺寸显示器的生产，但不限于此。在中小尺寸OLED显示器件

如手机屏、笔记本电脑屏、监视器屏、平板电脑屏的制程中，也可以使用本发明的覆膜基板。

[0042] 该覆膜基板涉及的结构制程简单，仅增加一层导电层而不需要额外工艺，便解决

了前述技术问题。该导电层层不限于用溅射方式制作，也可以用热蒸发、电子束蒸发、喷墨、

滚筒至滚筒转印、旋涂等方式制作。

[0043] 本发明的方法可以用于背板制程中，包括α-Si背板、氧化物半导体背板、LTPS背板

等。
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[0044] 附图简述

[0045] 图1是本发明的覆膜基板的一个实施方案的剖面图。

[0046] 图2是显示本发明的一个显示器件的实施方案的剖面图。

[0047] 图3是顶针过程的示意图。

[0048] 图4显示了底座、顶针和显示器件的相互位置示意图。

[0049] 图5示出了根据本发明的一个实施方案，使用IZO导电层的覆膜基板制得的显示面

板在点亮后没有亮度不均现象。

[0050] 图6示出了现有技术中使用顶针过程制备的显示面板在点亮后的亮度不均。

具体实施方案

[0051] 发明人利用本发明的覆膜基板制备了显示面板，证实了可以有效消除顶针产生的

亮度不均。该结果已经通过实验证实。

[0052] 图1示出了本发明的覆膜基板的剖面图。其由基板1和导电层2构成。在图1所示的

情况下，功能元件都将形成在覆膜基板的上方。此外，虽然导电层2一般是薄膜形式的，但它

也可以是例如金属栅网形式的。

[0053] 具体地，通过以下方式制备如图2所示的显示面板。

[0054] (1)对裸玻璃进行初始清洁，溅射沉积栅极金属(Mo/Al/Mo或者Cu等金属)，曝光，

显影，刻蚀，剥离；

[0055] (2)CVD(化学气相沉积)沉积SiO2或SiNx膜作为栅极绝缘层；

[0056] (3)溅射沉积IGZO膜作为有源层(对于α-Si背板，用CVD沉积α-Si膜；对于LTPS背

板，用CVD沉积α-Si膜后进行ELA工艺)，曝光，显影，刻蚀，剥离；

[0057] (4)CVD沉积SiO2或SiNx膜作为绝缘层，曝光，显影，刻蚀，剥离，形成S/D  CNT  Hole

(连接孔)；

[0058] (5)溅射沉积S/D金属(Mo/Al)，曝光，显影，刻蚀，剥离；

[0059] (6)CVD沉积SiO2或SiNx膜作为PVX(钝化层)，曝光，显影，刻蚀，剥离，形成VIAHole

(过孔)；

[0060] (7)涂布CF胶，烘焙，曝光，显影，形成RGB彩膜；

[0061] (8)涂布树脂胶，烘焙，曝光，显影，形成白色彩膜；

[0062] (9)溅射沉积ITO膜，曝光，显影，刻蚀，剥离，形成透明导电阳极；

[0063] (10)涂布PDL(像素定义层)胶，烘焙，曝光，玻璃翻转，玻璃背面用溅射沉积一定厚

度的透明导电氧化物(TCO)膜(可选ITO、IZO、IGZO、ZnO等)，玻璃翻转，显影，加热固化，形成

覆膜基板；将具有导电层的覆膜基板的导电层一侧通过粘附衬垫固定在底座搬送系统上；

[0064] (11)在底座搬送系统上进行高真空蒸镀有机电致发光膜，高真空蒸镀阴极金属

(Al或Ag)，随后顶针分离底座与玻璃；

[0065] (12)CVD沉积封装薄膜，如SiNx或SiNx/SiCNx/SiNx等；

[0066] (13)玻璃盖板涂布填料胶(面板边缘涂布Dam封装胶)，玻璃盖板与玻璃进行VAS

(真空对盒)，加热固化；

[0067] (14)切割形成面板。

[0068] 图2中的符号含义如下：(1)导电膜，(2)玻璃，(3)栅极金属膜，(4)栅极绝缘体(GI)
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膜，(5)有源层膜，(6)绝缘体膜，(7)S/D金属膜，(8)PVX膜，(9)CF胶，(10)树脂，(11)ITO膜，

(12)PDL，(13)有机电致发光膜，(14)阴极金属膜，(15)TFE(薄膜封装)，(16)填料。

[0069] 顶针分离过程如图3所示。顶针向上顶起，将玻璃基板与底座分离。注意，图3中没

有示出导电膜。

[0070] 图4显示了底座、顶针和显示器件的相互位置示意图。由图4中可见，顶针位于显示

器件的有效显示区中。

[0071] 上述流程中，制备显示器件的其他步骤基本与现有制备方法中相同，不同之处在

于在步骤(10)中，将玻璃基板翻转，溅射沉积导电膜，随后再将玻璃基板翻转回来。之后再

进行步骤(11)的高真空蒸镀有机电致发光膜、高真空蒸镀阴极金属和随后的顶针分离。

[0072] 应当注意，在以上示例的显示器件的制备过程中，本发明的覆膜基板并不是一开

始便作为整体存在的。虽然也可以一开始便提供本发明的覆膜基板，但是这可能导致如下

问题。首先，由于在显示器件制备的前期过程中尚无需用到底座+顶针的搬送系统，而是多

使用静电吸附或机械手等搬送设备，也就不会产生顶针位置亮度不均的问题，因此尚无必

要形成导电层。其次，如过早形成导电层，当其经历例如酸洗或其他搬送步骤时，可能遭到

化学或机械的损坏，如划伤等。导电层的损坏一方面可能导致导电功能的劣化或消失，另一

方面，当其作为显示器件的外侧面板时，划伤等缺陷是不能接受的。因此，如果从生产过程

一开始便提供作为整体的覆膜基板，势必要求导电层材料具有极佳的化学稳定性和机械性

能(如硬度等)，这限制导电层材料的选择，并有可能提高成本。

[0073] 因此，本发明的覆膜基板优选是在将基板安置到底座搬运系统之前才形成的。通

常，在高真空蒸镀有机电致发光膜、高真空蒸镀阴极金属的工艺步骤中，必须使用底座+顶

针的搬送分离系统。上述生产流程便是实例。其上已经形成了多层功能元件的基板在步骤

(10)中才成为本发明所述的覆膜基板。在步骤(10)中形成本发明的覆膜基板之后，将其安

置到底座搬送系统中，随后进行高真空蒸镀有机电致发光膜和高真空蒸镀阴极金属的步

骤。之后，用顶针分离动作将覆膜基板与底座分离。

[0074] 在上述实例中，所述导电层可为金属氧化物导电薄膜、有机导电薄膜、碳纳米管、

石墨烯、金属栅网、金属纳米线、超薄金属薄膜等是研究和使用得较多、制备工艺更加成熟

的导电层结构，且它们的机械性能也均可满足减轻挤压的要求。因此，使用上述导电层，可

以在不对生产线进行过多改进、不更多增加成本的情况下达成技术效果。这在实际工业生

产中十分有利。

[0075] 其中，透明金属氧化物导电薄膜适用于生产透明的覆膜基板，并且其机械性能也

适于作为机械缓冲层。优选的导电膜是ITO、IZO、IGZO或ZnO。有机导电薄膜也适用于本发明

的情况，其中PEDOT是优选的。

[0076] 根据反复实验，为了达到本发明的导电效果，导电层的厚度只需为0.1纳米以上即

可保证有充分的导电能力。为了同时获得更佳的缓解挤压的效果，导电层的厚度更优选为

10纳米以上。厚度越大，缓解挤压的能力更佳。不过，出于节约材料消耗和节省制备时间从

而降低成本和提高生产效率的考虑，导电层厚度无需大于10微米。特别是对于透明导电层，

大于10微米的厚度可能对其透明度有不利影响。1微米以下的厚度是更有利的。当导电层厚

度处于上述范围内时，如图5所示，所形成的显示面板的白画面点灯图形，画面比较均匀。图

6示出了现有技术以相同流程但在不形成本发明所述的覆膜基板的情况下生产的同类型显
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示面板的白画面点灯图形，RGBW画面点灯时呈现圆形黑斑(即顶针位置亮度不均)，且低灰

阶相对高灰阶明显，严重影响产品的品质。由此可见，本发明解决了现有技术存在的问题，

提高了产品的显示品质。

[0077] 特别优选的覆膜基板是以玻璃为基板，以ITO、IZO、IGZO、ZnO、PEDOT、金属栅网、碳

纳米管、石墨烯、金属纳米线或超薄金属薄膜为导电层，导电层的厚度为10纳米至1微米。图

5是本发明的覆膜基板的白画面点灯。与现有技术的图6相比，其解决了顶针位置亮度不均

的问题。

[0078] 上述实例方法仅是为了说明，而不是限制本发明。例如，根据各层材料的性质，在

步骤(10)中形成的覆膜基板在提前的步骤中形成也是可以的。这样的技术方案当然也落在

本发明的权利要求书的范围之内。
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